
JP 5224676 B2 2013.7.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機発光層と該有機発光層を駆動する電界効果型トランジスタとを備える表示装置の製
造方法であって、
　基板上に第１の電極を形成する工程と、
　有機発光層を形成する工程と、
　第２の電極を形成する工程と、
　絶縁層を形成する工程と、
　電界効果型トランジスタを形成する工程と、
を少なくともこの順で行い、
　前記電界効果型トランジスタを形成する工程は、アルゴンガスと酸素ガスからなる全圧
に対して０．５％以上１０％以下の酸素ガス分圧比に制御された雰囲気中においてスパッ
タ法によりＩｎとＧａおよびＺｎを含有する活性層を形成するサブ工程を備えており、
　前記サブ工程により、少なくとも一部が非晶質であり、ＩｎとＧａおよびＺｎが酸化さ
れた金属酸化物からなり、且つ電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満である活性層を
形成し、かつ、前記電界効果型トランジスタの形成温度が、前記有機発光層の形成工程中
の最高到達温度以下であることを特徴とする表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、酸化物を用いた発光装置、表示装置、特に有機発光素子や無機発光素子に関
する。また、発光素子はトップエミッション型もしくはボトムエミッション型又は、両面
発光型に関する。また、これら有機発光素子（有機ＥＬ素子ともいう）や無機発光素子（
無機ＥＬ素子ともいう）を用いた発光装置及び表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＴＯは、透明電極として透過型の液晶デバイスなどに用いられているが、ＩＴＯの主
原料であるＩｎ２Ｏ３は希少金属であり、今後も継続的に、所望の供給ができるかどうか
が懸念されている。そこで、Ｉｎ２Ｏ３の含有量を低く抑え、低抵抗かつ光学吸収端が紫
外域にあり、青色透過性に優れた新規な透明導電体材料の製造方法及び電極材（特許文献
１）がある。
【０００３】
　また、ＩＴＯに代替し得る材料の研究開発が盛んに行われており、例えば酸化亜鉛膜（
ＺｎＯ）、亜鉛―インジウム系酸化物（特許文献２）、亜鉛―インジウム系酸化物に所定
量のガリウムなどを加えた酸化物（特許文献３）がある。
【０００４】
　また、近年では、電極のみならず、たとえばトランジスタのチャネル層も透明な膜で形
成しようとする試みもある。
【０００５】
　たとえばＺｎＯを主成分として用いた透明伝導性酸化物多結晶薄膜をチャネル層に用い
たＴＦＴの開発が活発に行われている（特許文献４）。
【０００６】
　また、近年では有機発光の発光素子の研究開発が活発であるが、この有機発光素子をデ
ィスプレイに応用する場合にはアクティブマトリックス型で駆動されるのが主流である。
このアクティブマトリックス駆動には通常アモルファスシリコンもしくはポリシリコンを
用いたＴＦＴが利用されている。
【０００７】
　また、駆動素子の劣化を阻止し、かつ、テレビジョン映像表示を可能にする高画質・高
輝度ディスプレイに関する技術が知られている。具体的にはアクティブマトリックスの有
機発光ディスプレイにおいて、単結晶シリコンを活性層に用いたＭＯＳ電界効果トランジ
スタを二つ用いることで、高画質で駆動素子の劣化を阻止した有機発光ディスプレイが開
示されている。（特許文献５）
【特許文献１】特開２０００－０４４２３６号公報
【特許文献２】特開平７－２３５２１９号公報
【特許文献３】特開２０００－０４４２３６号公報
【特許文献４】特開２００２－７６３５６号公報
【特許文献５】特開平０９－１１４３９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の有機発光素子は、駆動用トランジスタとして、アモルファスシリコンやポリシリ
コンが主に用いられており、これらのトランジスタの形成工程では３００℃以上の工程を
伴う。一方、有機発光素子の発光層は有機材料であるため耐熱性が低く、良好な特性を得
るためには一般には２００℃以下、好ましくは１００℃以下の温度で形成する必要がある
。従って有機発光層の成膜温度の制限から、基板上に発光層より先に駆動用トランジスタ
を形成する必要があった。
【０００９】
　しかし、有機発光素子は、基板となるガラスを除けば、高々２００ｎｍ程度の超薄膜素
子である。このため下地となるトランジスタ形成時の凹凸が有機発光層等に欠陥等の悪影
響を与え、製品歩留まりを左右するという問題が発生する。それを回避する為、下地とな
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るトランジスタ表面に５μｍ～数１０μｍの厚い平坦化膜を設けることで下地を平坦化し
ているのが現状である。その為、歩留まりの向上、生産速度の向上、コスト削減という点
で、低コストディスプレイは期待できないという課題があった。
【００１０】
　また、特許文献３に記載されているような非晶質酸化物膜をＴＦＴのチャネル層に用い
たのでは、該非晶質膜の電子キャリア濃度は、１０１８／ｃｍ３超であり、ノーマリーオ
フ型のＴＦＴチャネル層としては好ましくない。（ＺｎｘＭｙＩｎｚＯ（ｘ＋３ｙ／２＋

３ｚ／２）（式中、ＭはＡｌ及びＧａのうち少なくとも一つの元素であり、比率ｘ／ｙが
０．２～１２の範囲であり、比率ｚ／ｙが０．４～１．４の範囲にある））
　従来、このような透明なアモルファス酸化物膜で、電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ
３未満の膜を得ることはできていなかった。
【００１１】
　本発明は上記課題を解決することを目的とする。本発明は、低コストで発光層に有機材
料を用いた発光装置及び表示装置を提供することを目的とする。
【００１２】
　また本発明は室温、あるいは、１５０℃以下の低温で形成できる発光装置及び表示装置
を提供することを目的とする。
【００１３】
　また本発明は、発光素子部形成後に、厚い平坦化膜が不要な発光装置及び表示装置の製
造方法を提供することを目的とする。また本発明は、ボトムエッミッション型、トップエ
ミッション型又は、両面発光型が可能な高輝度発光装置、または表示装置及びこれらの製
造方法を提供することを目的とする。
【００１４】
　さらに本発明は、プラスチック基板の様な軽量で割れ難い基板、もしくは可撓性のある
基板を用いた発光装置及び表示装置、及びそれらの製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ、ペンタセン、ポリチオフェン及びこれに関
する膜の成長条件に関する研究開発を精力的に進めた。その結果、有機発光素子の特性に
悪影響を与えない温度条件で電界効果型トランジスタを形成する方法を見出し、本発明に
至ったものである。
【００１６】
　また本発明は、電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満の透明酸化物膜を作製し、こ
れらの膜を用いて素子や装置を提供するものである。
【００１７】
　以下、具体的に本発明について説明する。
【００２２】
　また本発明は、有機発光層と該有機発光層を駆動する電界効果型トランジスタとを備え
る表示装置の製造方法であって、
　基板上に第１の電極を形成する工程と、
　有機発光層を形成する工程と、
　第２の電極を形成する工程と、
　絶縁層を形成する工程と、
　電界効果型トランジスタを形成する工程と、
を少なくともこの順で行い、
　前記電界効果型トランジスタを形成する工程は、アルゴンガスと酸素ガスからなる全圧
に対して０．５％以上１０％以下の酸素ガス分圧比に制御された雰囲気中においてスパッ
タ法によりＩｎとＧａおよびＺｎを含有する活性層を形成するサブ工程を備えており、
　前記サブ工程により、少なくとも一部が非晶質であり、ＩｎとＧａおよびＺｎが酸化さ
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れた金属酸化物からなり、且つ電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満である活性層を
形成し、かつ、前記電界効果型トランジスタの形成温度が、前記有機発光層の形成工程中
の最高到達温度以下であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、前述の課題を解決し、例えば本発明特有のＴＦＴのチャネル層に好適
に用いる事により、構成が単純で作製しやすい発光素子を低コストで提供することが可能
となる。
【００２４】
　また本発明によれば、電界効果型トランジスタの活性層の形成温度を１５０℃以下で形
成することにより、下地に有機発光層を用いても、当該有機発光層の特性を低下させるこ
となく、発光素子または表示素子を作製することができる。
【００２５】
　また本発明によれば、有機発光層を形成する際には、下地は平滑化が容易な基板及び電
極であるため、下地の凹凸に起因する発光層内部の欠陥や段切れ等の問題をコストアップ
することなく効果的に抑制することができる。
【００２６】
　また本発明によれば平坦化層が不要または平坦化層を設ける場合であってもその厚さを
極めて薄くすることができるため、製造工程が簡略化され、製造コストを削減することが
できる。
【００２７】
　さらに本発明の発光装置及び表示装置は、前記下地の凹凸に起因する有機発光層への悪
影響を抑制することで、発光装置及び表示装置の信頼性がより高くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　（透明アモルファス酸化物膜）
　まず、本発明者らが作製することに成功した電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満
の透明アモルファス酸化物膜について詳述する。
【００２９】
　上記透明アモルファス酸化物膜とは具体的には、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏを含み構成され
、結晶状態における組成がＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数）で表され、
電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満であるものである。
【００３０】
　なお、この膜において、電子移動度が１ｃｍ２／（Ｖ・秒）以上にすることも好ましい
形態である。
【００３１】
　上記膜をチャネル層に用いれば、トランジスタオフ時のゲート電流が０．１μＡ未満の
ノーマリーオフで、オン・オフ比が１０３超のトランジスタ特性を持ち、かつ可視光に透
明でフレキシブルなＴＦＴを作成することができる。
【００３２】
　なお、上記透明アモルファス酸化物膜は、伝導電子数の増加とともに、電子移動度が大
きくなる。
【００３３】
　透明アモルファス酸化物膜を形成する基板としては、ガラス基板、プラスチック基板又
はプラスチックフィルムなどを用いることができる。
【００３４】
　本発明においては、上記透明アモルファス酸化物膜の電子キャリア濃度を１０１４／ｃ
ｍ３未満とすることでゲート絶縁膜として機能させることもできる。
【００３５】
　本発明者らは、この透明アモルファス酸化物膜は、伝導電子数の増加とともに、電子移



(5) JP 5224676 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

動度が大きくなるという特異な特性を見出した。
【００３６】
　そして、その膜を用いてＴＦＴを作成し、オン・オフ比、ピンチオフ状態での飽和電流
、スイッチ速度などのトランジスタ特性がさらに向上することを見出した。
【００３７】
　透明アモルファス酸化物膜を薄膜トランジスタのチャネル層として用いると、電子移動
度が１ｃｍ２／（Ｖ・秒）以上、かつ電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満とするこ
とが好ましい。
【００３８】
　さらに、好ましくは５ｃｍ２／（Ｖ・秒）以上、かつ１０１６／ｃｍ３未満とすること
が好ましい。
【００３９】
　この範囲に電子移動度と電子キャリア濃度を制御することにより、オフ時（ゲート電圧
無印加時）のドレイン・ソース端子間の電流を、１０μＡ未満、好ましくは０．１μＡ未
満にすることができる。
【００４０】
　また、該薄膜を用いれば、電子移動度が１ｃｍ２／（Ｖ・秒）以上、好ましくは５ｃｍ
２／（Ｖ・秒）以上の時は、ピンチオフ後の飽和電流を１０μＡ超にできる。そしてオン
・オフ比を１０３以上とすることができる。
【００４１】
　ＴＦＴでは、ピンチオフ状態では、ゲート端子に高電圧が印加され、チャネル中には高
密度の電子が存在している。
【００４２】
　したがって、本発明によれば、電子移動度が増加した分だけより飽和電流値を大きくす
ることができる。
【００４３】
　この結果、オン・オフ比の増大、飽和電流の増大、スイッチング速度の増大など、ほと
んど全てのトランジスタ特性が向上する。
【００４４】
　なお、通常の化合物中では、電子数が増大すると、電子間の衝突により電子移動度は減
少する。
【００４５】
　上記ＴＦＴの構造としては、半導体チャネル層の上にゲート絶縁膜とゲート端子とを順
に形成するスタガ（トップゲート）構造が採用できる。
【００４６】
　さらに、ゲート端子の上にゲート絶縁膜と半導体チャネル層を順に形成する逆スタガ（
ボトムゲート）構造が採用できる。
【００４７】
　（膜組成について）
　結晶状態における組成がＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数）で表される
透明アモルファス酸化物薄膜は、ｍの値が６未満の場合は８００℃以上の高温までアモル
ファス状態が安定に保たれる。しかし、ｍの値が大きくなるにつれＩｎＧａＯ３に対する
ＺｎＯの比が増大し、ＺｎＯ組成に近づくにつれ結晶化しやすくなる。
【００４８】
　したがって、アモルファスＴＦＴのチャネル層としては、ｍの値が６未満であることが
好ましい。
【００４９】
　（成膜ガスの制御について）
　Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎのアモルファス酸化物を得るには、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは
６未満の自然数）を有する多結晶焼結体をターゲットとして、雰囲気ガスとして、アルゴ
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ンガスと酸素ガスを用いたスパッタ蒸着法で作成した。
【００５０】
　基板温度は４５℃にコントロールし、スパッタ圧力は０．５１Ｐａとし、酸素ガス比が
０．２％～１３％で成膜した。
【００５１】
　図１に示すように、酸素ガス比が０．５％以上で電子キャリア密度を１０１８／ｃｍ３

未満に低下させることができた。
【００５２】
　ただし、酸素ガス比が１０％以上のところでは、高抵抗過ぎるのか上手く測定できなか
った。
【００５３】
　酸素ガス比をさらに大きくすることにより、電子キャリア数を低下させることが予測で
きる。
【００５４】
　さらに、電子キャリア密度と電子移動度との関係を図２に示した。
【００５５】
　酸素ガス比が０．５％以上１０％以下のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成され透明アモル
ファス酸化物薄膜を活性層に用いたＴＦＴで、ノーマリーオフ、かつオン・オフ比を１０
３超のトランジスタを構成することができた。
【００５６】
　また、スパッタ法で作成された薄膜では、図２に示すように、伝導電子数の増加ととも
に電子移動度が増加する。
【００５７】
　上記のとおり、酸素ガス比を制御することにより、酸素欠陥を低減でき、その結果、特
定の不純物イオンを添加することなしに、電子キャリア濃度を減少できる。
【００５８】
　また、アモルファス状態では、多結晶状態とは異なり、本質的に粒子界面が存在しない
ために、高電子移動度のアモルファス薄膜を得ることができる。
【００５９】
　さらに、特定の不純物を添加せずに伝導電子数を減少できるので、不純物による散乱が
なく、電子移動度を高く保つことができる。
【００６０】
　上記した透明アモルファス酸化物膜を用いた薄膜トランジスタに用いるゲート絶縁膜と
しては、Ａｌ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、ＨｆＯ２、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、が好ましい。
【００６１】
　さらに、本発明のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏを含み、電子キャリア濃度が１０１４／ｃｍ３

未満である酸化膜、又はそれらの化合物を少なくとも二つ以上含む混晶化合物をゲート絶
縁膜とすることが好ましい。
【００６２】
　ゲート絶縁薄膜とチャネル層薄膜との界面に欠陥が存在すると、電子移動度の低下及び
トランジスタ特性にヒステリシスが生じる。
【００６３】
　また、ゲート絶縁膜の種類により、リーク電流が大きく異なる。このために、チャネル
層に適合したゲート絶縁膜を選定する必要がある。
【００６４】
　Ａｌ２Ｏ３膜を用いればリーク電流を低減できる。また、Ｙ２Ｏ３膜を用いればヒステ
リシスを小さくできる。
【００６５】
　さらに、高誘電率のＨｆＯ２膜を用いれば、電子移動度を大きくすることができる。
【００６６】
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　また、これらの膜の混晶を用いて、リーク電流、ヒステリシスが小さく、電子移動度の
大きなＴＦＴを形成できる。
【００６７】
　また、ゲート絶縁膜形成プロセス及びチャネル層形成プロセスは、室温で行うことがで
きるので、ＴＦＴ構造として、スタガ構造及び逆スタガ構造いずれをも形成することがで
きる。
【００６８】
　薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ）は、ゲート
端子、ソース端子及びドレイン端子を備えた３端子素子である。ＴＦＴの構成は、スタガ
型、逆スタガ型、コプラナー型、逆コプラナー型から適宜選択される。
【００６９】
　そして、セラミックス、ガラス又はプラスチックなどの絶縁基板上に成膜した半導体薄
膜を、電子又はホールが移動するチャネル層として用いる。
【００７０】
　動作時にはゲート端子に電圧を印加して、チャンネル層に流れる電流を制御し、ソース
端子とドレイン端子間の電流をスイッチングする機能を有するアクテイブ素子である。
【００７１】
　次に、本発明を具体的に説明する。
【００７２】
　本発明の発光装置又は表示装置の構成を図７を用いて説明する。
【００７３】
　図７は本発明の発光装置又は表示装置を示す模式的断面図である。図７において、７０
１は基板、７０２は第１の電極、７０３は発光層、７０４は第２の電極、７０５は絶縁層
又は絶縁領域、７０６は電界効果型トランジスタを含む層である。
【００７４】
　図７から明らかなように本発明の特徴は、第１の電極７０２と第２の電極７０４とで挟
持された発光層７０３が、基板７０１と、電界効果型トランジスタを含む層７０６との間
に設けられていることである。
【００７５】
　即ち本発明は、有機材料からなる発光層の特性に悪影響を与えない低温で電界効果型ト
ランジスタを形成する方法に着目し、電界効果型トランジスタの形成の前に発光層形成を
行うことに特徴がある。従って発光層７０３の下地は基板７０１及び第１の電極７０２で
あり、下地の凹凸の主な原因となる電界効果型トランジスタを含む層７０６は下地として
は存在しない。
【００７６】
　従来のアモルファスシリコン又はポリシリコンからなる電界効果型トランジスタは、製
造工程で３００℃以上の高温工程が必須であるため、発光層７０３形成後に設けることは
極めて困難である。これは発光層７０３が、上記高温工程中に変質する、或いは一部の成
分が気化する等の問題を生じるためである。
【００７７】
　本発明は電界効果型トランジスタの活性層の形成温度を特定の温度範囲とすることで上
記課題を解決するものである。具体的には、電界効果型トランジスタの活性層を形成工程
での基板温度を有機発光層の特性を低下させる温度よりも低い範囲とすることである。
【００７８】
　本発明者らの知見によれば、上記有機発光層の特性が低下する温度は材料によっても異
なる為、電界効果型トランジスタの活性層を形成する温度範囲は、選択する発光層の材料
に応じて適宜定めれば良い。本発明においては前記活性層の形成温度は好ましくは２００
℃以下、より好ましくは１００℃以下、最適には当該有機発光層の形成工程の最高到達温
度以下である。また本発明においては、前記活性層の形成温度は、有機発光層の形成工程
の最高到達温度より高い場合でも、有機発光層の特性に悪影響を与えない場合には許容さ
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れる。本発明者らの知見によれば前記活性層の形成時間が有機発光層の特性に悪影響を与
えない程度に短い場合には、有機発光層形成工程の最高到達温度よりも１００℃高い温度
まで許容できる。より好ましくは有機発光層形成工程の最高到達温度よりも５０℃以下の
温度範囲に制御することである。
【００７９】
　以上の有機発光層と、電界効果型トランジスタの活性層の形成温度は、これら各層の特
性を最大限発現させるために各層のバランスを考慮して適宜温度条件を調整することが好
ましい。
【００８０】
　本発明においては、基板７０１と、第１の電極７０２と発光層７０３と第２の電極７０
４と、絶縁層又は絶縁領域７０５と、電界効果型トランジスタを含む層７０６とが基板側
からこの順に設けられることが重要である。しかし必要に応じてこれら各層（或いは領域
）の間又は各層（或いは領域）と同一面上に他の層（或いは領域）を設けても良い。例え
ば同一平面内の素子を分離、或いは保護することを目的として素子分離層（素子分離膜）
を設けても良い。
【００８１】
　尚、電界効果型トランジスタを含む層７０６の上に金属（例えばアルミニウム）等によ
るキャップ層をさらに設けることもできる。特にゲート絶縁膜等への水分の浸入を低減す
るために有効である。
【００８２】
　次に本発明の基本的構成を図３を用いて説明する。
【００８３】
　図３は本発明の発光装置又は表示装置の具体的構成を示した模式的断面図である。図中
３００は基板、３０１は下部透明電極（第１の電極）、３０２はホール輸送層、３０３は
発光層、３０４は電子輸送層、３０５は有機層、３０６は絶縁層である。３０７は本発明
特有の半導体層、３０８はゲート電極、３０９は本発明の駆動トランジスタ、３１０は保
持容量、３１１は必要に応じて設けることが可能な素子分離膜、３１２は上部電極（第２
の電極）である。ここで、この図では有機発光素子の構成例を示しているが、無機発光で
も同様な構成が可能である。
【００８４】
　まず、本発明の半導体層（活性層）３０７にはソース電極兼保持容量３１０の電極とド
レイン電極が直接接合されていて、絶縁層３０６を介して３０８ゲート電極で制御される
。発光部である有機層３０５（有機発光層）は上部電極３１２を介してドレイン電極へコ
ンタクトホールを通って接続されている。
【００８５】
　電界効果型トランジスタのソース電極３１０あるいはドレイン電極と、前記第２の電極
とは、前記絶縁領域を介して電気的に接続されている。また発光層を駆動するための電界
効果型トランジスタを有する層は、該トランジスタの活性層に電流を流すための保持容量
（上記具体例ではソース電極兼用）を備えている。
【００８６】
　有機層３０５（有機発光層）は、電子輸送層３０４、発光層３０３、ホール輸送層３０
２から構成されているが、この構成に何ら限定されるものではない。有機層３０５（有機
発光層）の上部には上部電極３１２があり、ＴＦＴがＯＮ状態の時には有機層３０５（有
機発光層）には電圧が印加されて発光に至る。上部電極３１２は、発光素子がボトムエッ
ミッションとして使用する場合には、金属電極を使用し、両面発光をさせるには、透明電
極を使用してもよい。その発光素子の目的によって変更することができる。本発明の基本
となるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の活性層を用いることにより、電圧、電流ともに有機発光
素子に十分な駆動力が得られるため、発光素子として有用である。
【００８７】
　次に、ディスプレイ応用の構成例を図４を用いて説明する。
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【００８８】
　図中４１は有機層４４を駆動するトランジスタ１であり、４２は画素を選択するトラン
ジスタ２である。また、コンデンサ４３は選択された状態を保持するためのものであり、
共通電極線４７とトランジスタ２のソース部分との間に電荷を蓄え、トランジスタ１のゲ
ートの信号を保持している。画素選択は走査電極線４５と信号電極線４６により決定され
る。
【００８９】
　より具体的に説明すると、画像信号がドライバー回路（不図示）から走査電極４５を通
してゲート電極へパルス信号で印加される。このとき同時に、別のドライバー回路（不図
示）から信号電極４６を通してやはりパスル信号でトランジスタ４２へと印加されて画素
が選択される。そしてトランジスタ４２がＯＮとなり信号電極線４６とトランジスタ４２
のソースの間にあるコンデンサ４３に電荷が蓄積される。これによりトランジスタ４１の
ゲート電圧が所望の電圧に保持されトランジスタ４１はＯＮになる。この状態は次の信号
を受け取るまで保持される。トランジスタ４１がＯＮである状態の間、有機層４４には電
圧、電流が供給され続け発光が維持されることになる。
【００９０】
　この図４の例では１画素にトランジスタ２ヶコンデンサ１ヶの構成であるが、性能を向
上させるために更に多くのトランジスタ等を組み込んでも構わない。本質的なのはトラン
ジスタ部分に本発明の低温で形成でき透明のＴＦＴであるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系のＴＦ
Ｔを用いることである。さらには画素部形成後に駆動用トランジスタを形成することによ
り、薄く軽い高輝度な発光素子が歩留まり良く安く得られることにある。
【００９１】
　以下、各構成要素についてさらに詳しく説明する。
【００９２】
　（基板）
　一般的に発光素子にはガラス基板が用いられているが、本発明に用いる基板としては、
基本的には平坦性があれば構わない。本発明で用いているＴＦＴは低温で形成可能である
ので、一般的にはアクティブマトリックスでは使用が困難であるプラスチック基板が使用
可能である。これにより軽量で壊れにくい発光素子が得られるが、ある程度ならば曲げる
事も可能になる。
【００９３】
　これ以外にも勿論Ｓｉの様な半導体基板やセラミックス基板も利用可能である。また平
坦であれば金属基板上に絶縁層を設けた基板も利用可能である。
【００９４】
　（電界効果型トランジスタ）
　本発明においては、電界効果型トランジスタの活性層に関しては詳しく上記した様にＩ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の半導体を用いることが好ましい。この組成にＭｇなどを置換もし
くは添加することが可能であるが、所望の特性すなわち電子キャリア濃度が１０１８／ｃ
ｍ３未満であり、電子移動度が１ｃｍ２／（Ｖ・秒）超であれば構わない。
【００９５】
　活性層の形成には前述通りスッパタ法やパルスレーザー蒸着法が適しているが、生産性
に有利な各種スパッタリング法がより好ましい。また、この活性層と基板の間には適宜バ
ッファー層を挿入することも有効である。
【００９６】
　ゲート絶縁膜には前述したＡｌ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ又はＨｆＯ２の
１種、又はそれらの化合物を少なくとも二種以上含む混晶化合物が好ましいが、その限り
ではない。
【００９７】
　また本発明においては、上記電界効果型トランジスタの活性層として、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚ
ｎ－Ｏ系の半導体に代えて、或いはＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の半導体と併用して、ペンタ
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セン、ポリチオフェン等の有機半導体を用いることができる。これらの半導体層も低温で
形成できる為、当該活性層の形成工程中に発光層に悪影響を与えないため好ましい。
【００９８】
　（透明電極層）
　発光層が有機発光に代表される電流注入型のものの場合には、その構成により好ましい
電極がある。例えば、下部透明電極に接続される発光層が陽極の場合には仕事関数の大き
な透明電極であることが好ましい。例としては電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３以上
のＩＴＯや導電性ＺｎＯ、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ、などが挙げられる。また、電子キャリア濃度
が１０１８／ｃｍ３以上のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系も利用可能である。この場合にはＴＦ
Ｔの場合とは異なりキャリア濃度は多いほど、例えば１０１９／ｃｍ３以上が好ましい。
【００９９】
　（発光層）
　発光層としてはＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系のＴＦＴで駆動できるものであれば限定される
ものではないが、特に有機発光が好都合である。
【０１００】
　本発明に用いる有機層３０５は、一般的には
ホール輸送層／発光層＋電子輸送層（電子輸送機能を有する発光層の意味）
ホール輸送層／発光層／電子輸送層
ホール注入層／ホール輸送層／発光層／電子輸送層
ホール注入層／ホール輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層
などの複数層の構成となっている。この他電子障壁層や付着改善層なども挿入する場合が
ある。代表して、ホール輸送層３０２／発光層３０３／電子輸送層３０４を図３に記載し
たが、何ら限定するものではない。
【０１０１】
　発光層部分には蛍光とりん光を用いる場合があるが発光効率からりん光を用いるのが有
効である。りん光材料としてはイリジウム錯体が有用である。また、用いる分子としては
低分子系、高分子系双方利用であり、低分子系では一般的に蒸着で、高分子系はインクジ
ェットや印刷で形成可能である。例としては低分子系ではアミン錯体、アントラセン類、
希土類錯体、貴金属錯体、高分子系としてはπ共役系と色素含有ポリマーが挙げられる。
【０１０２】
　電子注入層としてはアルカリ金属やアルカリ土類金属及びそれらの化合物やアルカリ金
属をドープした有機層などが挙げられる。また電子輸送層としてはアルミ錯体やオキサジ
アゾ－ル、トリアゾール類、フェナントロリン類などが挙げられる。
【０１０３】
　ホール注入層そしてはアリールアミン類、フタロシアニン類、ルイス酸ドープ有機層が
挙げられ、ホール輸送層としてはアリールアミン類が挙げられる。
【０１０４】
　（上部電極）
　上部電極は両面発光タイプ及びトップエミッションタイプかボトムエミッションタイプ
か、及び陰極や陽極かで好ましい材料が異なってくる。
【０１０５】
　両面発光タイプ及びトップエミッションタイプでは透明であることが必要である。製造
方法としては、ＩｎとＧａとＺｎの内少なくとも１原子以上を含み、且つ電子キャリア濃
度が１０１８／ｃｍ３以上となるよう酸素流量等の堆積条件を調整することが好ましい。
そして少なくとも一部が非晶質の酸化物である導電性ＺｎＯ、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ、或は、Ｉ
ＴＯなどが好ましい。また、電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３以上のＩｎ－Ｇａ－Ｚ
ｎ－Ｏ系も利用可能である。また、アルカリ金属やアルカリ土類金属をドープした合金を
数１０ｎｍ以下に形成して、その上部に本発明の透明電極を形成することにより上部電極
とすることが出来る。
【０１０６】
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　ボトムエミッションタイプの場合には透明である必要がないので陽極の場合には仕事関
数の大きなＡｕ合金やＰｔ合金等が、陰極の場合にはＡｇ添加Ｍｇ、Ｌｉ添加Ａｌ、シリ
サイド、ホウ化物、窒化物などが利用可能である。
【０１０７】
　（発光素子の作製例について）
　以下に、有機発光を用いた場合の発光素子の作製例を説明する。
【０１０８】
　（第１の電極（下部電極）形成）
　ガラス基板上にＩＴＯをスパッタリング法により３５０ｎｍ形成して下部電極とする。
【０１０９】
　（有機発光層）
　次に抵抗蒸発法により４，４’－ビス［Ｎ，Ｎ－ジアミノ］－４”－フェニルートリフ
ェニルアミンをホール注入層として５５ｎｍ形成する。更にその上にホール輸送層である
４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル膜を２０ｎｍ
形成する。さらに発光層として４，４’－ビス（２，２－ジフェニルビニル膜を４５ｎｍ
、電子輸送層としてトリス（８－キノリノール）アルミニウム膜を２５ｎｍ成膜し、全体
で有機発光層とする。
【０１１０】
　（第２の電極上（部電極）形成）
　最後に２元蒸着法によりＡｌとＡｇの合金を５０ｎｍ、Ａｌを５０ｎｍ成膜して上部電
極とする。この際にドレイン電極と下部電極をコンタクトホールを介して接合する。
【０１１１】
　（電界効果型トランジスタ形成）
　ガラス基板上に前記有機層を有し、ソース、ドレイン電極が予めフォトリソグラフィー
法とドライプロセス法により基体（基板）をパターニングする。そしてパターニングされ
た基体上に、スパッタ法により、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体を
ターゲットとして、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物半導体薄膜を形成する。
この際圧力は０．６Ｐａ、所望のＡｒガス、酸素ガス雰囲気下、室温で４０ｎｍ堆積させ
る。更にゲート絶縁膜としてＳｉＮｘ膜を、ゲート電極としてＡｌとＡｇをスパッタ法に
よりそれぞれ１５０ｎｍ、１５０ｎｍ成膜する。上記一連のプロセスにおいてフォトリソ
グラフィー法とドライプロセス法より各々の層を所望のサイズに形成しておく。
【０１１２】
　上記した素子にプローブを当てて駆動すると、基板裏側から、即ちボトムエミッション
タイプで青色の発光が得られる。
【０１１３】
　なお、酸素欠損量を制御して所望の電子キャリア濃度を達成できていることが本発明に
おいては重要である。
【０１１４】
　上記記載においては、透明酸化物膜の酸素量（酸素欠損量）の制御を、成膜時に酸素を
所定濃度含む雰囲気中で行うことで制御している。しかし成膜後、当該酸化物膜を酸素を
含む雰囲気中で後処理して酸素欠損量を制御（低減あるいは増加）することも好ましいも
のである。さらに効果的に酸素欠損量を制御するには、酸素を含む雰囲気中の温度を０℃
以上３００℃以下、好ましくは、２５℃以上、２５０℃以下、更に好ましくは５０℃以上
１５０℃以下で行うのがよい。
【０１１５】
　勿論、成膜時にも酸素を含む雰囲気中で行い、且つ成膜後の後処理でも酸素を含む雰囲
気中で後処理してもよい。また、所定の電子キャリア濃度（１０１８／ｃｍ３未満）を得
られるのであれば、成膜時には、酸素分圧制御は行わないで、成膜後の後処理を酸素を含
む雰囲気中で行ってもよい。
【０１１６】
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　なお、本発明における電子キャリア濃度の下限としては、得られる酸化物膜をどのよう
な素子や回路あるいは装置に用いるかにもよるが、例えば１０１４／ｃｍ３以上である。
【実施例１】
【０１１７】
　次に実施例により発光素子を作製する例について詳しく説明する。
【０１１８】
　まず、本発明に適用できる透明膜の製造方法について説明する。
【０１１９】
　（アモルファスＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ薄膜の作製）
　雰囲気ガスとしてアルゴンガス、酸素ガス、を含んだ高周波スパッタ法により成膜する
場合について説明する。
【０１２０】
　被成膜基板としてはＳｉＯ２ガラス基板（コーニング社製１７３７）を用意した。成膜
前処理としてはこの基板の超音波脱脂洗浄をアセトン、ＩＰＡ、超純水により各５分ずつ
行った後、空気中１００℃で乾燥させた。
【０１２１】
　ターゲット材料としては、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）４組成を有する多結晶焼結体（サイ
ズ９８ｍｍΦ５ｍｍｔ）を用いた。
【０１２２】
　この焼結体は出発原料として、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ（各４Ｎ試薬）を湿式
混合（溶媒：エタノール）し、仮焼結（１０００度：２ｈ）乾式粉砕、本焼結（１５００
℃：２ｈ）を経て作製した。
【０１２３】
　このターゲットの電気伝導度は１３（Ｓ／ｃｍ）であり、半絶縁体状態であった。
【０１２４】
　堆積室内の到達真空は、３．０×１０－４Ｐａであり、成膜中の全圧を０．５Ｐａで一
定の値とし、酸素ガス比を０．２％～１３％の範囲で変化させた。
【０１２５】
　また、基板温度は、１００℃とし、ターゲットと被成膜基板間の距離は４５（ｍｍ）で
あった。投入電力は、ＲＦ３５０Ｗであり、成膜レートは、６．５（ｎｍ／ｍｉｎ）で行
った。
【０１２６】
　得られた膜に関し、測定対象面に対して入射角０．５度でＸ線を入射させＸ線回折測定
を行った（薄膜法）。その結果明瞭な回折ピークは認めらなかったことから、作製したＩ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系薄膜はアモルファスであるといえる。
【０１２７】
　さらに、酸素ガス比を２．５％にしたサンプルのＸ線反射率測定を行い、パターンの解
析を行った結果、薄膜の平均二乗粗さ（Ｒｒｍｓ）は約０．５ｎｍであり、膜厚は約１２
５ｎｍであることが分かった。
【０１２８】
　蛍光Ｘ線（ＸＲＦ）分析の結果、薄膜の金属組成比はＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝０．９８：１
．０２：４であった。
【０１２９】
　電気伝導度は、約１０－２Ｓ／ｃｍ未満であった。電子キャリア濃度は約１０１６／ｃ
ｍ３以下、電子移動度は約７ｃｍ２／（Ｖ・秒）と推定される。
【０１３０】
　光吸収スペクトルの解析から、作製したアモルファス薄膜の禁制帯エネルギー幅は約３
．２ｅｖと求まった。
【０１３１】
　以上のことから、作製したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系薄膜は、結晶のＩｎＧａＯ３（Ｚｎ
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Ｏ）４の組成に近いアモルファス層であり、酸素欠損が少なく、電気伝導度が小さな透明
な平坦薄膜であることが分かった。
【０１３２】
　（ＭＩＳＦＥＴ素子の作製）
　図５に示すトップゲート型ＭＩＳＦＥＴ素子を作製した。
【０１３３】
　まず、ガラス基板（１）上に上記のアモルファスＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ薄膜の作製法に
より、チャンネル層（２）として用いる厚さ４０ｎｍの半絶縁性アモルファスＩｎＧａＯ

３（ＺｎＯ）４膜を形成した。
【０１３４】
　さらにその上に、電子ビーム蒸着法でＴｉ及び金をそれぞれ５ｎｍ、３０ｎｍ積層し、
フォトリゾグラフィー法とリフトオフ法により、ドレイン端子（５）及びソース端子（６
）を形成した。
【０１３５】
　最後にゲート絶縁膜（３）として用いるＹ２Ｏ３膜を所望のスパッタ法により成膜した
。（厚み：１２０ｎｍ、比誘電率：約１５、リーク電流密度：０．５ＭＶ／ｃｍ印加時に
１０－３Ａ／ｃｍ２）その上に金を成膜し、フォトリソグラフィー法とリフトオフ法によ
り、ゲート端子（４）を形成した。
【０１３６】
　（ＭＩＳＦＥＴ素子の特性評価）
　図６に、室温下で測定したＭＩＳＦＥＴ素子の電流－電圧特性を示す。
【０１３７】
　ドレイン電圧ＶＤＳの増加に伴い、ドレイン電流ＩＤＳが増加したことからチャネルが
ｎ型半導体であることが分かる。
【０１３８】
　これは、アモルファスＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系半導体がｎ型であるという事実と矛盾し
ない。
【０１３９】
　ＩＤＳはＶＤＳ＝６Ｖ程度で飽和（ピンチオフ）する典型的な半導体トランジスタの挙
動を示した。
【０１４０】
　利得特性を調べたところ、ＶＤＳ＝６Ｖ印加時におけるゲート電圧ＶＧＳの閾値は約０
．９Ｖであった。また、ＶＧ＝４Ｖ時には、ＩＤＳ＝２．２×１０－４Ａの電流が流れた
。
【０１４１】
　これはゲートバイアスにより絶縁体側のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス半導体薄
膜内にキャリアを誘起できたことに対応する。
【０１４２】
　トランジスタのオン・オフ比は、１０５超であった。
【０１４３】
　また、出力特性から電界効果移動度を算出したところ、飽和領域において約１０ｃｍ２

（ＶＳ）－１の電界効果移動度が得られた。
【０１４４】
　作製した素子に可視光を照射して同様の測定を行ったが、トランジスタ特性の変化はほ
とんど認められなかった。
【０１４５】
　次に、透光性基板上に下部透明電極及び素子分離膜が予め準備された基体上に、抵抗蒸
発法によりホール注入層として４，４’－ビス［Ｎ，Ｎ－ジアミノ］－４”－フェニルー
トリフェニルアミンを５０ｎｍ成膜した。その上にホール輸送層である４，４’－ビス［
Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル膜を２５ｎｍ成膜した。次に、
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発光層として４，４’－ビス（２，２－ジフェニルビニル膜を２５ｎｍ、更にその上に電
子輸送層としてトリス（８－キノリノール）アルミニウム膜を１５ｎｍ形成して全体で有
機発光層とした。
【０１４６】
　更に、抵抗加熱蒸着法によりＡｌとＡｇの合金を５０ｎｍ形成し、その上Ａｌを２００
ｎｍ成膜して上部電極とした。絶縁層１５０ｎｍを成膜しコンタクトホールを介して、ド
レイン電極と上部電極が接続されている。ソース、ドレイン電極は予めフォトリソグラフ
ィー法とドライプロセス法によりパターニングされている。
【０１４７】
　上記方法とほぼ同じ方法でＭＩＳＦＥＴ素子を形成する。また、絶縁層は、駆動トラン
ジスタ部のゲート絶縁層と保持容量部の絶縁層を兼用してもよく、或は、所望の異なる絶
縁層を用いてもよい。今回は、同一の絶縁層を用いた。
【０１４８】
　上記した素子にプローブを当てて駆動すると、基板下面から、即ちボトムエミッション
タイプで青色の発光が得られる。
【実施例２】
【０１４９】
　次に両面発光タイプの発光素子を作製する例について説明する。
【０１５０】
　上記方法とほぼ同じ方法でＭＩＳＦＥＴ素子を形成する。ただし上部電極はスパッタ法
により透明電極（ここではＩＴＯ使用）を２０ｎｍ形成し、上部透明電極とする。
【０１５１】
　全体で両面発光する有機発光層とする。
【０１５２】
　上記した素子にプローブを当てて駆動すると、両面から、即ち青色の発光が得られる。
【０１５３】
　（比較例１）
　前記実施例１において、本発明の一つである透明電極を有する透光性基板上に直接発光
部である有機層を形成しないで、透光性基板上に駆動トランジスタ部を先に形成し、その
後、平坦化膜を用いず、発光部である有機層を形成し、発光素子を形成した。ＯＮ状態に
しても、有機層は発光せず。少なくとも所望の動作は確認できなかった。これは、駆動ト
ランジスタ形成時の凹凸約２００ｎｍにより、発光部に電気的リーク箇所があり、発光し
なかったものと思われる。
【実施例３】
【０１５４】
　透光性基板上に５５０℃の高温プロセスにより予め、無機発光部を形成し、その後、上
記実施例１と同様にして、駆動用トランジスタを室温で積層し、無機発光素子を作製した
。上記した素子にプローブを当てて駆動すると、基板下面から、即ちボトムエミッション
タイプで白色の発光が得られた。
【０１５５】
　（比較例２）
　前記実施例３において、本発明の一つである透光性基板上に直接無機発光部を形成しな
いで、透光性基板上に駆動トランジスタ部を先に形成し、その後、無機発光部を５５０℃
の高温プロセスを用いながら形成し、発光素子を形成した。ＯＮ状態にしても、無機層は
発光せず。少なくとも所望の動作は確認できなかった。これは、駆動トランジスタ形成後
に、５５０℃という高温プロセスにより駆動トランジスタが破壊されてしまったものと思
われる。
【実施例４】
【０１５６】
　ステンレス基板上に５５０℃の高温プロセスにより予め、無機発光部を形成し、その後
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、上記実施例１と同様にして、駆動用トランジスタを室温で積層し、無機白色発光素子を
作製する。その上に、各発光画素に対応した赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），白〔透明〕
（Ｗ）の４色からなるカラーフィルタ層を形成する。こうして図８の断面模式図に示すト
ップエミッションタイプのディスプレイを作製することが可能となる。このようにして得
られた発光素子では、安定した発光の維持とカラー表示が可能である。本実施例のディス
プレイを図４に示すディスプレイ応用の構成例のようにアクティブマトリックス駆動する
ことでフルカラーの表示が可能となる。本実施例に示す構成でカラーフィルタを使用する
ことにより発光素子の発光波長による画素毎の作り分け配置を行う必要がなくなり、ディ
スプレイ全面を発光波長の同じ発光素子で形成可能となる。その結果、形成プロセスが大
幅に単純化でき、低コストなフルカラーディスプレイの製造が可能になる。
【０１５７】
　本実施例の発光素子では、発光部の形成条件が厳しく、その駆動用トランジスタが高コ
ストなものに限定されるという問題を解消することができる。具体的には、駆動用トラン
ジスタを発光部形成の後から形成するため、無機発光部に対して必要となる５００℃以上
の高温に対する耐熱性を駆動用トランジスタに対して要求しない。その結果、駆動トラン
ジスタを低コストで製造可能となる。また、有機発光部に対しては、厚い平坦化膜が不要
となる。下地がトランジスタとなる構成では表面に５μｍ～数１０μｍの厚い平坦化膜を
設けることで下地を平坦化しているのが現状である。しかし、本構成では基板直上に発光
素子を形成できるために厚い平坦化膜が不要となる。
【０１５８】
　また、本実施例は白色発光素子を用いた例で説明したが、本発明の効果は、青色発光素
子において、カラーフィルタの替わりに色変換層を用いる構成によりフルカラーディスプ
レイを作製する際にも有効となる。
【実施例５】
【０１５９】
　湿度並びに酸素に対し封止効果を付加した膜厚２００μｍの透光性プラスチックフィル
ム上に有機白色発光部を形成し、その後、上記実施例１と同様にして、駆動用トランジス
タを室温で積層し、無機白色発光素子を作製する。透光性プラスチックフィルム裏面に、
各発光画素に対応した赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），白〔透明〕（Ｗ）の４色からなる
カラーフィルタ層を形成する。こうして図９の断面模式図に示すボトムエミッションタイ
プのディスプレイを作製することが可能となる。このようにして得られた発光素子では、
安定した発光の維持とカラー表示が可能である。本実施例のディスプレイを図４に示すデ
ィスプレイ応用の構成例のようにアクティブマトリックス駆動することでフルカラーの表
示が可能となる。本実施例に示す構成でカラーフィルタを使用することにより発光素子の
発光波長による画素毎の作り分け配置を行う必要がなくなり、ディスプレイ全面を発光波
長の同じ発光素子で形成可能となる。その結果、形成プロセスが大幅に単純化でき、低コ
ストなフルカラーディスプレイの製造が可能になる。
【０１６０】
　また、厚いガラス基板等を使った場合に問題となるカラーフィルタと有機発光素子との
ギャップによる発光漏れについても透光性プラスチックフィルムの膜厚を２００μｍ以下
で適宜選択することにより問題ないレベルに抑えることができる。さらには、カラーフィ
ルタを前もって形成した透光性プラスチックフィルムを基板として用い、図１０の断面模
式図に示すボトムエミッションタイプのディスプレイを形成可能となる。その結果、本構
成を用いれば発光漏れにより視野角を著しく低下することなく、且つ有機発光部に対して
は厚い平坦化膜が不要となり、低コストなフルカラーディスプレイを製造可能となる。
【０１６１】
　また、本実施例は白色発光素子を用いた例で説明したが、本発明の効果は、青色発光素
子において、カラーフィルタの替わりに色変換層を用いる構成によりフルカラーディスプ
レイを作製する際にも有効となる。
【産業上の利用可能性】
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【０１６２】
　本発明に係る発光装置および表示装置は、プラスチックフィルムをはじめとするフレキ
シブル素材に半導体の薄膜を形成し、フレキシブル・ディスプレイをはじめ、ＩＣカード
やＩＤタグなどに幅広く応用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
【図１】Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス膜の電子キャリア濃度と成膜中の酸素ガス
比との関係を示すグラフである。
【図２】Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス膜の電子移動度と電子キャリア濃度との関
係を示すグラフである。
【図３】本発明に用いた代表的な画素部断面を示す模式図である。
【図４】本発明の発光素子のディスプレイとして用いる場合の回路図である。
【図５】実施例１で作製したトップゲート型ＭＩＳＦＥＴ素子構造を示す模式図である。
【図６】実施例１で作製したトップゲート型ＭＩＳＦＥＴ素子の電流－電圧特性を示すグ
ラフである。
【図７】本発明の発光装置又は表示装置を示す模式的断面図である。
【図８】本発明の実施例４で作製のカラーフィルタもしくは色変換層を用いた表示装置を
示す模式的断面図である。
【図９】本発明の実施例５で作製のカラーフィルタもしくは色変換層を用いた表示装置を
示す模式的断面図である。
【図１０】本発明の実施例５で作製のカラーフィルタもしくは色変換層を前もって形成し
た透光性プラスチックフィルムを基板として用いた表示装置を示す模式的断面図である。
【符号の説明】
【０１６４】
　３００　透光性基板
　３０１　第１の電極
　３０２　ホール輸送層
　３０３　発光層
　３０４　電子輸送層
　３０５　有機層
　３０６　絶縁層
　３０７　半導体層
　３０８　ゲート電極
　３０９　駆動トランジスタ
　３１０　保持容量
　３１１　素子分離膜
　３１２　第２の電極
　４１　トランジスタ１
　４２　トランジスタ２
　４３　コンデンサ（保持容量）
　４４　有機層（有機ＥＬ層）
　４５　走査電極線
　４６　信号電極線
　４７　共通電極線
　７０１　基板
　７０２　第１の電極
　７０３　発光層
　７０４　第２の電極
　７０５　絶縁層又は絶縁領域
　７０６　電界効果型トランジスタを含む層
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　８０１　基板
　８０２　第１の電極
　８０３　白色または青色発光層
　８０４　第２の電極
　８０５　絶縁層又は絶縁領域
　８０６　ゲート電極
　８０７　半導体層
　８０８　ドレイン電極
　８０９　ソース電極
　８１０　駆動トランジスタ
　８１１　カラーフィルタまたは色変換層
　８１２　赤（Ｒ）領域
　８１３　青（Ｂ）領域
　８１４　緑（Ｇ）領域
　８１５　白（Ｗ）領域
　９０１　透光性基板
　９０２　第１の電極
　９０３　白色または青色発光層
　９０４　第２の電極
　９０５　絶縁層又は絶縁領域
　９０６　ゲート電極
　９０７　半導体層
　９０８　ドレイン電極
　９０９　ソース電極
　９１０　駆動トランジスタ
　９１１　カラーフィルタまたは色変換層
　９１２　赤（Ｒ）領域
　９１３　青（Ｂ）領域
　９１４　緑（Ｇ）領域
　９１５　白（Ｗ）領域
　９００　透光性基板
　１００１　封止層
　１００２　第１の電極
　１００３　白色または青色発光層
　１００４　第２の電極
　１００５　絶縁層又は絶縁領域
　１００６　ゲート電極
　１００７　半導体層
　１００８　ドレイン電極
　１００９　ソース電極
　１０１０　駆動トランジスタ
　１０１１　カラーフィルタまたは色変換層
　１０１２　赤（Ｒ）領域
　１０１３　青（Ｂ）領域
　１０１４　緑（Ｇ）領域
　１０１５　白（Ｗ）領域
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